
Fisica dei semiconduttori
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Trasporto                       Legge di ohm :                   vn = − n $ vp = − p $ d = d v
d I = dQ

dt I = −q $n $A $ vn I = q $ n $A $ n $

Densità di corrente (campione drogato solo n o p)  Legge di ohm miscrosc.              J = I
A

A
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Semicondutttore fuori equilibrio In equilibrio:   e .  Fuori equilibrio:   e   n = n0 p = p0
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Neutralità (in eq. termodin.):  (fuori eq. termodin):  ;                      p0 − n0 = NA − ND n ∏ l p ∏ G =
ngen

V $ t R = nric

V $ t Un = Rn − Gn Up = Rp − Gp

 (equilibrio)                       Regione di semiconduttore quasi neutra:   Un = Up = 0 Un l
n ∏

n
Up l
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p
= q $ (p − n + ND

+ − NA
− ) = 0

 eVEg(Si) = 1.124F = 433
ni(Si) = 1,45 $ 1010

F = 0.9977 a 300KVT = 26 mV
 eV x n+-polyq M j q S = 4.05T > 0,9994  se t=300KKB $ T l 26 $ 10−3 eV

 eV x il metalloq M j 4.1  con  con = 0.8571 NE = 1017 NB = 1016kB = 8,62 $10−5 eV
K = 1,3807 $10−23 J

K

 eV se  NA=1016q $ Sp l 5 con  e           = 0.9983 NE = 1018 NB = 1015q = 1,6 $10−19 Coulomb


